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【背景と目的】ヘテロ接合型 Si太陽電池では、

Si 基板で生成されたキャリアを効率的に電極

へ輸送するために、透明導電膜(TCO)を電極下

に挿入するが、TCO 堆積の際の下地へのダメ

ージが懸念される[1]。本研究では異なる手法

で TCO を Si基板上に直接堆積し、その界面を

詳細に評価することで、TCO 堆積によるダメ

ージの評価を試みた。 

【実験】実験では、n 型 Si(100)基板に希釈 HF

で表面酸化膜を除去した直後、DCもしくは RF

スパッタリング法を用いて In2O3を主成分とす

る TCO をそれぞれ 20 nm堆積した。評価手法

として、X 線光電子分光法を用いた。X 線源に

は、Al Kα線、1486.6 eVおよび Ga Kα線、9.25 

keV を使用した。取得スペクトルは、Si 2p, O 

1s, In 3dである。 

【結果】Fig. 1 に DC および RF スパッタで成

膜を行った試料の各元素の深さ方向における

濃度分布を示す。これをもとに算出した界面付

近と考えれらる Si 2p スペクトルの比較図を

Fig. 2 に示す。103 eV 付近に存在する SiO2に

起因するピークがRFスパッタの方が小さいこ

とが確認できる。界面の SiO2 は、スパッタ堆

積時の TCO の成分中の活性酸素による酸化が

原因と考えられ、DC では RF に比べて大きな

エネルギーを有することで差が生まれたと考

えられる。界面の SiO2 は、接触抵抗を増加さ

せ、太陽電池の変換効率の低下要因となり得る。

従って、RFスパッタ法の方が Si基板へのダメ

ージが小さく、TCO 成膜手法として有用であ

ると言える。 
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Fig.1 Depth profile on In, Si and O in TCO/Si 

fabricated by DC and RF sputtering deposition 
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Fig. 2 Si 2p spectra from TCO/Si fabricated by DC 

and RF sputtering deposition 
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